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Oxidos semicondutores nanoestruturados (nanofitas ou nanofios) tém um enorme
potencial para o desenvolvimento de sensores extremamente seletivos e sensiveis para detectar
pequenas quantidades de gases explosivos e toxicos, fundamentais para a indudstria de petréleo e
gas. O desempenho de deteccdo € significativamente afetado por defeitos estruturais e a
morfologia da superficie do material sensor. O papel das nanoestruturas na capacidade de
deteccdo esta diretamente ligado a interacédo especifica entre a superficie do sensor e as moléculas
de gas. O mecanismo de deteccdo € baseado em mudancas nas propriedades elétricas das
nanofitas devido as interagdes quimicas em niveis atbmicos / moleculares de certas espécies de
gas com o Oxido metélico.

SnO, € um dos materiais semicondutores mais utilizados para o desenvolvimento de
sensores e tem sido largamente estudado para a deteccdo especifica de varios tipos de gas, em
particular o CO, e o H,S. indio In® é um tipico elemento dopante para semicondutores,
melhorando a capacidades de deteccdo de sensores baseado em oéxidos, melhorando a
condutividade elétrica desses materiais. O processo de dopagem pode ser feito por implantacdo
ions em fluéncias e energias apropriadas. No entanto, o processo de implantacdo impacta a
microestrutura dos materiais introduzindo defeitos pontuais e lineares.

Neste trabalho, sera investigado a estabilidade de nanofitas de 6xido de estanho, sobre o
impacto microsestrutural da implantacdo de ions, a fim de desenvolver um protocolo de
implantagcdo otimizado. A fim de obter uma distribuicdo uniforme de nanofitas para as
experiéncias de implantacdo e posterior caracterizacdo via microscopia eletronica (Transmission
Electron Microscope, Scanning Electron Microscope, Electron Forward Scatter Diffraction). As
amostras foram preparadas diretamente em uma grade de suporte perfurado TEM com filme de
carbono, usando uma solucdo de alcool isopropilico para se dissolver os nanofitas. O liquido
contendo as particulas foi misturado em mesa ultrassdnica, uma gota desta solucdo foi colocada
no suporte TEM. As amostras contendo nanoestruturas foram submetidos ao implante com In*
acelerados a 200 keV usando um 500 kV HVEE500-lon-Implanter. As implantagcdes foram
realizadas em vérias influéncias 10'*-10"® 4tomos cm™, a fim de testar efeitos na morfologia e na
microestrutura da amostra.

As nanofitas como sintetizadas, pelo processo de reducdo carbotérmica, apresentam
estrutura uniforme monocristalina e em sua maioria livre de defeitos. Os resultados obtidos apds
a implantacGes apresentaram mudancas significativas na estrutura do material como a formacéo
de uma elevada densidade de orificios, bolhas e discordancias dentro da estrutura. Estes defeitos
podem aumentar a interacdo de moléculas de gas com a superficie das nanofitas, provavelmente
melhorando a sensibilidade de deteccdo, mas diminui a mobilidade de portadores de carga,
impactando negativamente as propriedades elétricas do material Uma investigacdo mais
sistematica estd sendo desenvolvida para testar o impacto global do processo de implantagdo na
capacidade de deteccdo de gas destes materiais transdutores.



